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OEM: Texas Instruments Transistor TI1S42 Datasheet

N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor** TIS42

Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik

Silect®*-Gehduse TO-92

Besonders geeignet als sehr schneller Schalter und in Chopper-Anwendungen
Niedriger DurchlaBwiderstand: rasion) = 25 Qmax)

Mechanische Daten

Mafle in mm =  “Silect in line"
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1 — Drain, 2 — Source, 3 — Gate

Diesar Transistor ist in ein Plastik-Gehéuse eingekapselt, Das Gehdusae widersteht Lattemperaturen, ochne
sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zelgt das Bauelement stabile Kennwerte,
und es erfillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtunempfindlich,

Absolute Grenzwerte**

Drain-Gate-Spannung a5V
Drain-Source-Spannung +25 V
Gate-Source-Sperrspannung —25 V

Gate-Strom in DurchlaBrichtung 10 mA,

Maximale Verlustleistung bel Ty = 25 °C (Bem. 1) 250 mwW
Lagerungstemperatur =55 °C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse fir 10 5 260 °C
Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 125 °C mit 2,5 mW/°C.

*  Schutzmarke von Texas Instruments
** Vorlaufige Daten
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Elekirische Kennwerte*® bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min  max Einh,
Umnr)css Gate-Source-Sperrspannung lg =—1pA, Upa=10 —25 Y
lss Gate-Reststrom Ugs = —15V, Ups = 0 -5 nA
Ugg = —15V, Ups = 0, Ty = 100 °C —5 A
Ipss Drainstrom Ups =10V, Ugs=10 (Bem, 2) 10 m,
Imiatn Pinch-Off-Dralnstrom Ups =10V, Ugs=-—10V & na
Ups =10V, Ugs=—10V, Ty = 100°C 5 wh
Fds{on) Dynamischer Drain-Source- Ugg = 0, Ip =0, f=1kHz 70 o
DurchlaBwiderstand
Ciis Eingangskapazitit Ugg = <10V, Upg = 0, f=1MHz 18 pF
—Cyag Rickwirkungskapazitat Ugg = =10V, Ups =0, f=1MHz ] pF

** Vorlaufige Daten

Bemerkung:

2. ImpulsmdBig gemessen: tp = 100 ms,

Tastverhaltnis = 10%.
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